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Sposob szybkiej stabilizacji parametrow elektrycznych
elementow polprzewodnikowych

1
Przedmiotem wynalazku jest spos6b szybkiej

stabilizacji parametréw elektrycznych elementéw

péiprzewodnikowych.  Niestabilno$¢ elementéow
péiprzewodnikowych zaréwno podczas magazyno-
wania jak i w czasie pracy w ukladach, zwigzana
jest mnajczeSciej ze zjawiskami zachodzgcymi na
powierzchni zlacz p-n. Aby uzyskaé wiec popraw-
ng stabilno§é elementéw p-n-p lub n-p-n nalezy
ich powierzchnie poddaé¢ odpowiedniej obrébce
i zabezpieczeniu, po ktérych predko§é rekombi-
nacji pcwierzchniowej nie podlegalaby wiekszym
wahaniom w czasie.

Za dostatecznie czuly wskaznik zmian powierzch-
niowych wzmacniajacego elementu poéiprzewodni-
kowego moze postuzyé zwarciowy wsp6iczynnik
wzmocnienia pradowego w . ukladzie wspéolnego
emitera, zalezny od szybko§ci rekombinacji po-
wierzchniowej oraz skladowa powierzchniowa
wstecznego pradu zlgcza zwigzana z uptywami po-
wierzchniowymi. Zabezpieczenie warunku szyb-
kiej stabilizacji i niezawodno$§ci wytwarzanych
elementéw poéiprzewodnikowych wymaga miedzy
innymi stabilizacji warstw inwersyjnych na po-
wierzchniach zlgcz p-n jak réwniez z tym zwig-
zanego ,,filmu wodnego” oraz resztek jonéw sta-
nowigcych pozostalo§é po procesach trawienia,
plukania, suszenia.

W seryjnej produkcji elementéw poiprzewodni-
kowych uzyskanie powtarzalnej jakoSci obrébki
powierzchniowej jest do§é klopotliwe zwyklymi
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metodami technologicznymi ze wzgledu na przy-
zlaczowy charakter zar6wno ,filmu wodnego” jak
réwniez zawartych w nim jonéw.

Obecnie w technice pélprzewodnikowej stosuje
sie wiele mozwigzann majgcych na celu stabilizacje
parametréw elektrycznych elementéw péiprzewo-
dnikowych. Znany jest sposob stabilizacji para-
metréw elektrycznych elementéw pédiprzewodniko-
wych polegajacy na uzyeciu srodk6w maskujacych,
takich jak smary silikonowe, lakiery silikonowe
lub oleje silikonowe.

Srodki te sa wykorzystywane w postaci jedno-
rodnej badz w postaci mieszanin z sitami mole-
kularnymi i innymi substancjami wypemniajacymi
w postaci sproszkowanej. ;

Wspomniane S$rodki nanosi sie¢ w tym znanym
sposobie na zlgcza péiprzewodnikowe i poddaje sie
je obrbébce termicznej.

Opisany wyzej spos6b wymaga dlugotrwaltej ob-
rébki ciéplnej, miejednokrotnie siegajacej kilkuset
godzin, a $rodek maskujacy czesto przemieszcza
sie w czasie pracy elementu péiprzewodnikowego
wewnatrz obudowy, co réwniez niekorzystnie
wplywa na stabilno§é 'parametréw elektrycznych
przyrzadéw pélprzewodnikowych.

Celem wynalazku jest uniknigcie wad i niedo-
godno$ci znanego sposobu przez opracowanie me-
tody zapewniajgcej szybki i wysoki stopien stabil-
noSci podstawowych parametréw elektrycznych
w czasie eksploatacji.



59811

3

Cel ten zostal osiggnigty przez zastosowanie
sposobu wedlug wynalazku polegajacego na po-
kryciu zlgcz elementéw poéiprzewodnikowych mie-
szaning zlozong z Zywicy epoksydowej lub zywicy
silikonowej, sit molekularnych i tlenku glinowego
w okreS§lonej proporcji wagowej.

Spos6b wedlug wynalazku zabezpiecza dobra

stabilno§¢ zwarciowego  wspblczynnika wzmocnia-
nia pradowego juz po kilku godzinach od chwili
zamaskowania zlacza, to jest natychmiast po spo-
.limeryzowaniu substancji maskujacej.
' - Zastosowanie w sposobie wedlug wynalazku wy-
sokoadhezyjnych pokryé ochronnych ziacz typu
‘zywic epoksydowych, silikonowych itp. powoduje
w procesie polimeryzacji wypieranie ze zlgcza p-n
'przyzta.czovweg-o Hfilmu wodnego” zajmujgc jego
miejsce, jak réwniez powoduje ,uwiezienie” resz-
tek jonéw i innych zanieczyszczenn migrujacych
po powierzchni zlacz p-n pod wpiywem przylozo-
nego napiecia.

Domieszkowanie dp substancji typu zywic epo-
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Przed wytworzeniem mieszaniny wszystkie skla-
dniki z wyjatkiem utwardzacza poddano obrébce
cieplnej w nastepujacych warunkach. Zywice epo-
ksydowa i tlenek glinu ogrzewano w atmosferze
powietrza w 110°C w czasie 16 godzin, natomiast
sproszkowane sita molekularne takie w atmosfe-
rze powietrza w 450°C w czasie 4 godzin.

Po dokladnym wymieszaniu tak przygotowanych
sktadnikéw w komorze zasilanej suchym (punkt
rosy — 45°C) powietrzem maskowano zlgcza tran-
zystoré6w stopowych cienkg warstwa niniejsze]j
mieszaniny, zamykano metalowsg ostonke i umiesz-
czono w podwyzszonej temperaturze +70°C w at-
mosferze powietrza na okres 4 godzin w celu prze-
prowadzenia polimeryzacji i utwardzenia miesza-
niny maskujgcej.

Dla por6éwnania efektéw stabilizacji sposobem
wedlug wynalazku w stosunku do metody pow-

szechnie stosowanej réwnolegle maskowano iden-

tyczne zlgcza stopowe smarem silikonowym.
Uzyskane wyniki ilustruje ponizsze zestawienie:

< . < - Warto§¢ kontr.
Iloéé za- i c Wartos$é¢ kontr.
} ) .: | Nazwy kontrolo- Wartosé kontr. parametru po
l;nz;ko;v a N»azwa‘ ;u!)st:pc]l " wanych para- parametru przed og&rgxeggm‘;&_ obcigzeniu mocg
y tqcz maskujacej metréw maskowaniem nei 4 godz. w 70°C 50 mV w czasie
52 1 4 godz. 650 godz.
h
1 smar silikonowy I2le 55 58 46
CBOp.A 6 5,8 6,6
1 mieszanina wg bote 55 46 44
wynalazku ICBOpA 6 . 4,2 3
' h,
20% - smar silikonowy 2le 57 56 18
IcBORA — - —
20%* mieszanina wg bote b7 44 44
wynalazku ICBOp. A _ — —

*) wartoSci Srednie zwarciowego wspdlczynnika wzmocnienia prgdowego dla 20 szt. zigcz

likonowym,

**) wartoSci Srednie zwarciowego wspé6lczynnika wzmocnienia prgdowego dla 20 szt.

wedlug wynalazku.

ksydowych lub zywic silikonowych pewnej iloéci
sit molekularnych ma za zadanie wigzanie w spo-
s6b wazglednie trwaly zawartej w nim pary wo-
dnej, a tym samym réwniez powoduje dodatkowe
dzialanie stabilizujace.

Pokrywanie substancjami nieelastycznymi typu
zywic epoksydowych winno byé cienkoScienne
w celu unikniecia ewentualnych naprezen i nie
przekraczajace np. 1 mm grubo$ci, co technolo-
gicznie jest latwe do realizacjii w sposéb dosta-
tecznie powtarzalny. Dla ilustracji sposobu wedlug
wynalazku podaje sie nastepujgcy przyklad: do
maskowania zlgcz elementéw péiprzewodnikowych
wytworzonych metoda stopowa uzyto §rodka ma-

skujacego o nastgpujacym skladzie: 6 g zywicy.

epoksydowej, 6 g sproszkowanego tlenku glinu,
0,72 g utwardzacza 03 sproszkowanych sit mole-
kularnych.
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zlgez zamaskowanych mieszaning

Zastrzezenia patentowe

1. Spos6b szybkiej stabilizacji parametréw elek-
trycznych elementéw pélprzewodnikowych zna-
mienny tym, Zze zlgcza maskuje si¢ mieszaning
zlozong z zywicy epoksydowej lub zywicy sili-
konowej i sit molekularnych.

2. Spos6b wedlug zastrz. 1, znamienny tym, ze
mieszanina ta sktada sie z 40—93% zywicy epo-
ksydowej lub zywicy silikonowej, 10—50%o tlen-
ku glinu, 6% utwardzacza i 1—10%o sproszko-
wanych sit molekularnych, przy czym warstwe
maskujgcg naklada sie w atmosferze suchego
powietrza bezpoSrednio na zlgcza.

3. Spos6b wedlug zastrz. 1 i 2, znamienny tym,
ze zlgcza po maskowaniu wygrzewa sie w at-
mosferze powietrza o temperaturze 50—100°C
w czasie 2—8 godz.
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zemaskowanych smarem si-,
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